Document made available under the 
Patent Cooperation Treaty (PCT) 



International application number: PCT/EP05/001476 
International filing date: 14 February 2005 (14.02.2005) 

Document type: Certified copy of priority document 

Document details: Country/Office: DE 

Number: 10 2004 007 241.8 

Filing date: 13 February 2004 (13.02.2004) 



Date of receipt at the International Bureau: 28 April 2005 (28.04.2005) 



Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in 
compliance with Rule 17.1(a) or (b) 




World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland 
Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMPI) - Geneve, Suisse 



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAlfo 0 * 




Prioritatsbescheinigung iiber die Einreichung 
einer Patentanmeldung 



Aktenzeichen: 

Anmeldetag: 

Anmelder/lnhaber: 

Bezeichnung: 

IPC: 



10 2004 007 241.8 

13. Februar2004 

austriamicrosystems AG, 
Unterpremstatten/AT 

Schaitungsanordnung und Verfahren zum Schutz 
einer integrierten Halbleiterschaltung 

H 01 L, H 02 H 



Die angehefteten Stiicke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ur- 
sprunglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung. 



Munchen, den 06. April 2005 
Deutsches Patent- und Markenamt 
Der President 

Im Auftrag 



P2004 , 0133 



Beschreibung 

Schaltungsanordnung und Verfahren zum Schutz einer integrier- 
ten Halbleiterschaltung 

Die Erfindung betrifft eine Schaltungsanordnung zum Schutz 
einer integrierten Halbleiterschaltung mit einer Schutzschal- 
tung, die eine Thyristorstruktur enthalt und zwischen ein zu 
schutzendes Element und ein Bezugspotential geschaltet ist, 
und mit einer Steuerschaltung fur die Ansteuerung der Schutz- 
schaltung sowie ein entsprechendes Verfahren. 

Integrierte Halbleiterschaltungen (ICs) konnen durch tran- 
siente Pulse oder Uberspannungen, die uber Anschlusse (Pads) 
oder direkt in Leitungen eingekoppelt werden, so beschadigt 
werden, dass sie f unkt ionsunf ahig oder gar zerstort werden. 
Derartige Pulse oder Uberspannungen konnen beispielsweise bei 
sogenannten elektrostatischen Entladungen (englisch: ESD, 
Electrostatic Discharge) auftreten . Auch in vielen An we n dung s- 
gebieten, z.B. der Automobiltechnik, kann ein derartiger Puis 
(Burst) auftreten. 

Aktive Schaltungen zum Schutz von integrierten Schaltungen 
fur verschiedenste Anwendungen haben deshalb besondere Bedeu- 
tung. In der Automobiltechnik beispielsweise besteht das Er- 
fordernis, derartige Schaltungen, die im Hochvoltbereich bis 
90 Volt oder daruber f unkt ionieren muss en, auch fur deutlich 
hohere Storpuls-Pegel auszulegen. Aktive Schaltungen zum 
Schutz des ICs werden oft durch den Anstieg des transienten 
Signals getriggert . Der Signalanst ieg pro Zeiteinheit wird 
dabei detektiert und uber eine Ansteuerschaltung ein Schutz- 
transistor oder eine Schut zschaltung durchgeschaltet . 
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Im Fehlerfall, z.B. bei Vorliegen einer unzulassig hohen 
Spannung, wird diese Uberspannung durch die Schut zschaltung 
gegen Bezugspotent ial bzw. Masse abgeleitet und so nachfol- 
gende Baugruppen vor der hohen Spannung geschutzt. Die 
Schutzschaltung kann demnach als aktiv getriggerter Uberspan- 
nungs- oder Uberstromableiter verstanden werden. Im Fehler- 
fall ist eine schnelle Durchsteuerung der Schutzschaltung 
notwendig . 

Geringe Einschalt zeiten und eine prazise Einschaltschwelle 
der Schutzschaltung fur den integrierten Schaltkreis sowie 
deren Schut zwirkung bei unterschiedlichen Formen von Storpul- 
sen sind bedeutende Aspekte der Produktspezif ikation und 
stellen einen Wettbewerbsvorteil dar. 

Aus der US 5,982,601 ist ein Thyristor (SCR - Silicon 
Controlled Rectifier) fur den ESD-Schutz bekannt , der direkt 
durch das transiente Signal getriggert wird. Der Thyristor 
ist in der Halbleiteranordnung in an sich bekannter Weise 
mittels einer n-Wanne, einer, p-Wanne und hoch dotierten n- 
und p-Gebieten realisiert. Die transiente Spannung wird mit 
einem RC-Glied erf asst. Mit nachgeschalteten Invertern wird 
der an der Kapazitat detektierte Spannungspegel in ein Steu- 
ersignal umgeformt, das die Basis des pnp Transistors der 
Thyristorstruktur ansteuert . Sobald der Ausgangsstrom des nun 
aktiven pnp-Transistors an einem Widerstand einen ausreichend 
grofien Spannungsabf all erzeugt, schaltet der npn-Transistor 
der Thyristorstruktur durch, so dass der transiente Puis 
durch die niederohmige Thyristorstrecke vom Padpotential des 
I/O-Pins gegen Bezugspotential abgeleitet wird. Der Thyristor 
bleibt danach selbsttatig durchgeschaltet , bis sein Strom den 
Haltestrom unterschreitet und die Loschbedingung erfullt ist. 
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Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Schaltungsan- 
ordnung 2 urn Schutz von integrierten Halbleiterschaltungen an 
zugeben, die ein verbessertes Verhalten zeigt . 

Diese Aufgabe lost die Erfindung mit den Merkmalen des Pa- 
tentanspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil- 
dungen der Erfindung sind Gegenstand der abhangigen Patentan 
spruche . 

Die Erfindung wird itn folgenden anhand von Ausf uhrungsbei- 
spielen im Zusammenhang mit den Figuren 1 und 2 naher erlau- 
tert . 

Es zeigen: 

Figur 1 eine schematisch dargestellte Schaltungsanordnung 
mit Schutzschaltung und Triggerschaltung als Prin- 
zipschaltbild a) und in zwei Ausf uhrungsf ormen b) 
und c) und 

Figur 2 eine schematisch in den Teilfiguren a) und b) un- 
terschiedlich detailliert dargestellte Schaltungs- 
anordnung mit Schutzschaltung und Triggerschaltung 

Gleiche oder gleichwirkende Elemente sind in den Figuren mit 
gleichen Bezugszeichen versehen. 

In Figur 1 ist die Erfindung im Grundsatz und mit zwei Aus- 
fiihrungsbeispielen naher erlautert . Gemafi Figur la ist ein 
Anschluss PV mit einer Leitung LV verbunden, die auf einem 
Potential W liegt. Das Potential W kann z.B. das positive 
Versorgungspotential YDD oder das Potential eines Eingangs- 
/Ausgangs-Anschlusses (I/O Pad) sein. Der Anschluss PV bzw. 
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die Leitung LV sind gegen transiente Pulse bzw. gegen Uber- 
spannung zu schutzen. Diese Uberspannung muss gegen ein Be- 
zugspotential VB abgeleitet werden, das beispielsweise das 
Massepotential sein kann. Die das Bezugspotential VB fuhrende 
Leitung LB ist mit dem Anschluss PB verbunden. 

Die eigentliche Aufgabe der Ableitung von Storpulsen bzw. U- 
berspannungen erfullt die Schut zschaltung PC. Gesteuert bzw. 
getriggert wird die Schut zschaltung PC von einer Steuerschal- 
tung TC, die eingangsseit ig mit den Anschlussen PV und PB 
verbunden ist. TC ist in der Lage, transiente Pulse, die an 
dem Anschluss PV bzw. der Leitung auftreten, zu erkennen und 
Steuersignale fur die Schut zschaltung PC zu erzeugen. Gemafi 
der Erfindung ist vorgesehen, dass die Steuerschaltung TC 
mehrere Steuersignale erzeugt, die jeweils ein aktives Ele- 
ment der Schut zschaltung PC ansteuern. Die aktiven Elemente 
der Schut zschaltung PC sind dabei so verschaltet, dass sie 
bei einer Ansteuerung durch die Steuersignale der Trigger- 
bzw. Steuerschaltung TC eine niederohmige Verbindung zwischen 
der Leitung LV bzw. dem Anschluss PV und dem Bezugspotential 
VB herstellen. Die Schut zschaltung PC kann dabei auch hohere 
Strome gegen Bezugspotential VB ableiten. 

Im typischen Anwendungsf all enthalt die Schutzschaltung PC 
eine Thyristorstruktur . Ein Thyristor ist ein Vierschichtbau- 
element, das im Ersat zschaltbild als zwei miteinander ver- 
schaltete Bipolar-Transistoren dargestellt wird. Gemafi der 
Erfindung bedeutet dies, dass die Steuerschaltung TC im Feh- 
lerfall die beiden Transistoren der Thyristorstruktur der 
Schutzschaltung mit zwei Steuersignalen aktiv ansteuert . Dazu 
werden direkt in die beiden Basis-Emitter-Ubergange Strome 
inj iziert . 
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GemaS der Erfindung wird dabei erreicht, dass das Durchschal- 
~-ten-.der~^Ghut-zscha44-u akfcivea. 
Elemente der Schutzschaltung , die in ihrer Zusammenschaltung 
die niederohmige Verbindung zwischen der Leitung LV und der 
Leitung LB herstellen miissen, gezielt eingeleitet wird. Da- 
durch ist es moglich, die Schutzschaltung PC prazise und 
schnell in den durchgeschalteten Zustand zu fuhren. Dies 
fuhrt zu einem verbesserten Ansprechverhalten der Schutz- 
schaltung und damit zu einem besseren Schutz der integrierten 
Halbleiterschaltung, die in der Figur symbolisch anhand der 
Anschlusse PB und PV und den damit verbundenen Leitungen dar- 
gestellt ist. 

GemaS Figur lb) ist ein erstes konkretes Ausf uhrungsbeispiel 
der Erfindung dargestellt . Die Schutzschaltung ist als Thy- 
ristor SCR mit den beiden Transistoren Tl und T2 ausgef uhrt . 
Tl ist ein pnp-Transistor , der mit seinem Emitter an der 
Spannung fiihrenden Leitung LV angeschlossen ist, wahrend T2 
ein npn-Transistor ist, der Emitterseitig an dem Bezugspoten- 
tial VB angeschlossen ist. Die Kollektoren der beiden Tran- 
sistoren sind kreuzweise mit der Basis des jeweils anderen 
Transistors verschaltet. Bei einer integrierten Schaltung 
kann eine derartige Transistorstruktur in an sich bekannter 
Weise durch eine n- bzw. p-Wanne mit entsprechend darin ange- 
ordneten hoch dotierten Bereichen realisiert werden. 

Die Steuerschaltung ist in der Figur lb) durch eine Detektor- 
schaltung mit nachgeschalteten Invertern realisiert. Die De- 
tektorschaltung ist als RC-Glied aus der Serienschaltung ei- 
ner Kapazitat CI und eines Widerstands Rl ausgef uhrt, die mit 
den Leitungen LV bzw. LB und den ent sprechenden Anschlussen 
PV und PB verbunden ist. Dem Verbindungsknoten der Kapazitat 
CI und des Widerstandes Rl sind Inverter nachgeschaltet , die 
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ausgangsseitig jeweils die Basen der Trans is toren Tl und T2 

-ans-teue-m. -Da-be i—i-s-t -de-r- ^nv^rfeer^-I-1— m-i-t-de-r-- -Bas-i-s~des-T-3?a-n 

sistors Tl verbunden und zwei in Serie geschaltete Inverter 
12 und 13 mit der Basis des Transistors T2 . Die Inverter sind 
notwendig, urn das am Verbindungspunkt der Kapazitat CI und 
des Widerstands Rl anliegende Potential in definierte Steuer- 
signale umzuwandeln, die die Transistorelemente des Thy- 
ristors SCR ansteuern. 

Die Detektorschaltung aus Kapazitat CI und Widerstand Rl bil- 
det als RC-Glied einen komplexen Spannungsteiler , an dessen 
Mittelabgrif f der Spannungsanstieg des Storpulses erfasst 
wird. Im Fehlerfall eines transienten Pulses wird die Kapazi- 
tat CI niederohmig, sodass sich am Ausgangspunkt der Detek- 
torschaltung ein hohes Potential einstellt. Sobald die Span- 
nung die Schaltschwelle des Inverters II erreicht, schaltet 
dessen Ausgang auf niedriges Potential, sodass der pn- 
Ubergang zwischen Emitter und Basis von Tl die Schaltschwelle 
iiberschreitet und Tl durchschaltet . 

Andererseits liegen parallel zu II die hintereinander ge- 
schalteten Inverter 12 und 13, die das am Abgrif f sknoten der 
Detektorschaltung detektierte Spannungssignal in ein defi- 
niertes Steuersignal zur Ansteuerung des npn-Transistors T2 
umsetzen. Somit schaltet T2 nahezu zeitgleich mit Tl in den 
leitenden Zustand uber. Damit wird der Thyristor SCR leitend 
und der auf der Leitung LV bzw. dem Anschluss PV anliegende 
transiente Puis kann gegen Bezugspotent ial abgeleitet werden. 

Das Ausfuhrungsbeispiel gemaS Figur lc) unterscheidet sich 
vom Ausfuhrungsbeispiel nach Figur lb) dadurch, dass die De- 
tektorschaltung aus dem kapazitiven und dem resistiven Bau- 
element in umgedrehter Richtung mit den Anschlussen PV und PB 
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verbunden ist. Dabei liegt der Widerstand R2 am Anschluss PV 
-mad-die -Kapa z-itA-t— Q2-ara -An-s eh-l-u-s s- -P-B-.— Som-i t— dasehen- -si-G-h— di-e- — 
Spannungs ve rhal t ni s s e am Ausgang der Detektorschaltung, nam- 
lich dem Verbindungspunkt von R2 und C2 urn, sodass auch die 
Ansteuerung der Transistor Tl und T2 anders erfolgen muss. So 
ist im Ausgang der Detektorschaltung die Serienschaltung aus 
den Invertern 14 und 15 nachgeschaltet , um den Transistor Tl 
anzusteuern. Parallel zu diesen Invertern ist im Ausgang der 
Detektorschaltung der Inverter 16 nachgeschaltet, der den 
Transistor T2 ansteuert . 

Im Fehlerfall eines transienten Pulses wird die Kapazitat C2 
niederohmig, sodass sich am Ausgangspunkt der Detektorschal- 
tung ein niedrigea Potential einstellt. Der Inverter 16 setzt 
dieses niedrige Potential in eine zur Durchsteuerung des 
Transistors T2 erf orderliche Spannung bzw. einen entsprechen- 
den Steuerstrom um. Andererseits formen die in Serie geschal- 
teten Inverter 14 und 15 die Ausgangs spannung an der Kapazi- 
tat C2 in ein Steuersignal niedrigen Potentials bzw. einen 
entsprechenden Strom um, so dass der Transistor Tl durch- 
schaltet . 

Die Detektorschaltung ist in den Ausf uhrungsbei spiel en der 
Figur 1 als RC-Glied ausgefuhrt, jedoch ist die Erfindung 
darauf nicht beschrankt . Es konnen auch andere Ausfuhrungs- 
formen der Detektorschaltung zweckmaSig sein, so lange die 
wesentliche Funktion, namlich das Erkennen eines transienten 
abzuleitenden Pulses auf der Spannung fuhrenden Leitung LV 
und das Erzeugen von Steuersignalen fur die Durchsteuerung 
der aktiven Elemente bzw. Halbleiterubergange der Schutz- 
schaltung, im Ausf uhrungsbei spiel der Transistoren des Thy- 
ristors SCR, funktional erfullt werden. 
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MaSgebend ist, dass das transiente Signal einerseits erkannt 

~wird _und~ anderer-sei t s— im-Noxmalbe trieb- dear- -Thyr_i.s tor— SCR 

nicht gezundet wird. Die Zeitkonstante des RC-Gliedes aus Rl 
und CI bestimmt einerseits das Erkennen eines transienten 
Pulses als auch andererseits die Zeit, wahrend der die Detek- 
torschaltung aktiv ist. Ein Puis wird erkannt und detektiert, 
so lange die Anstiegszeit der transienten Storung kleiner ist 
als die Zeitkonstante des RC-Gliedes. Andererseits bestimmt 
die Zeitkonstante nach Abklingen des Pulses die Zeit, nach 
der die Detektorschaltung inaktiv wird und abschaltet bzw. 
wieder in den Normalbetrieb zuruckkehrt . 

Dazu wird in den Ausf uhrungsbeispielen der Figur 1 das RC- 
Glied mit seiner Zeitkonstante so eingestellt, dass diese Be- 
dingungen erfullt werden. Da in diesen Ausf uhrungsbeispielen 
der Thyristor im Fehlerfall nur gezundet wird, nicht jedoch 
abgeschaltet werden muss, genugt es, die ansteigende Flanke 
eines transienten Pulses zu erkennen. 

Bei jeweils einer kleinen Kapazitat des RC-Gliedes, bei- 
spielsweise realisiert als Gateoxidkapazitat , wird diese Ka- 
pazitat bei transienten Vorgangen niederohmig, sodass im Aus- 
fuhrungsbeispiel der Figur lb) der Ausgang des RC-Gliedes 
sehr schnell auf hohes Potential gebracht wird, wahrend der 
Ausgang der Detektorschaltung in der Figur lc) sehr schnell 
auf niedriges Potential gebracht wird. Bei kleinen Spannungs- 
anderungen und bei Gleichspannung wirken die Kapazitaten des 
RC-Gliedes in beiden Ausf uhrungsbeispielen als hochohmige 
Bauelernente, so dass in der Figur lb) der Ausgang der Detek- 
torschaltung auf niedrigem Potential gehalten wird, wahrend 
er in der Schaltung nach Figur lc) auf hohem Potential gehal- 
ten wird. 



- 8 - 



P*2004 , 0133 



Die Schaltungsanordnungen der Figur 2 zeigen ein weiteres 
Ausf uhrungsbeispiel der Erfindung. Im Unterschied zu den in 
Figur 1 gezeigten Ausf uhrungsbeispielen ist in den Schal- 
tungsanordnungen der Figur 2 ein zusatzlicher Schaltkreis 
vorgesehen, der bestimmt, wie lange die Steuerschaltung aktiv 
bleibt. Damit kann gewahrleistet werden, dass die Steuersig- 
nale der Steuerschaltung den Thyristor SCR zumindest so lange 
durchsteuern, bis der transiente Puis auf der Leitung LV oder 
dem Anschluss PV mit Sicherheit abgeklungen ist. 

Im Vergleich des Ausf uhrungsbeispiel s nach Figur 2a) mit dem 
Ausf uhrungsbeispiel der Figur lb) besteht der Unterschied 
darin, dass zwischen das erste RC-Glied aus den Elementen CIO 
und RIO, das den transienten Puis auf der Spannung fuhrenden 
Leitung LV oder dem Anschluss PV detektiert und die Steuer- 
schaltung aktiviert, und den Invertern fur die Ansteuerung 
des Thyristors SCR eine Zusatzschaltung angeordnet ist. Dabei 
entsprechen zunachst der Inverter II, 12 und 13 nach dem Aus- 
f uhrungsbeispiel der Figur lb) in der Figur 2a) den Invertern 
120, 130 und 140. Die Funktion dieser Inverter in der Figur 
2a) ist identisch wie bei den Invertern des ersten Ausfiih- 
rungsbeispiels , jedoch kann die Dimensionierung und die Rea- 
lisierung der Inverter auf verschiedene Weise ausgefuhrt 
sein. 

Dem Ausgang des ersten RC-Gliedes aus RIO und CIO ist als E- 
lement der Zusatzschaltung ein Inverter 110 nachgeschaltet , 
der einen PMOS-Transistor P10 ansteuert. Ausgangsseitig ist 
dieser Transistor einerseits mit der Spannung fuhrenden Lei- 
tung LV und andererseits mit den Eingangen der Inverter 12 0 
und 13 0 verbunden. An dem letzteren Verbindung spunk t ist wei- 
terhin die Parallelschaltung eines zweiten RC-Gliedes aus der 
Kapazitat C20 und dem Widerstand R20 angeschlossen, die mit 
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ihrem anderen Anschluss jeweils an dem Bezugspotential VB 
bzw. der Leitung LB angeschlossen sind. 

Bei einer transienten Storung auf der Leitung LV oder dem An- 
schluss PV wird diese durch das erste RC-Glied erkannt . Der 
Ausgang dieses ersten RC-Gliedes, das den Inverter 110 an- 
steuert, nimmt bei einem schnellen Pulsanstieg durch die dann 
niederohmige Kapazitat CIO hohes Potential an, sodass der In- 
verter 110 ausgangsseitig auf niedriges Potential gebracht 
wird. Wie in den Ausf uhrungsbeispielen der Figur 1 muss die 
Anstiegszeit der transienten Storung auf der Leitung LV dabei 
kiirzer sein als die Zeitkonstante des ersten RC-Gliedes. 

Mit dem dann niederohmigen Ausgang des Inverters 110 wird der 
PMOS -Transistor P10 durchgesteuert , dessen Ausgang die Inver- 
tereingange der Inverter 120 und 130 auf hohes Potential 
legt . Wie schon anhand des Ausf uhrungsbeispiels der Figur lb) 
erlautert, werden nachfolgend die Transistoren Tl und T2 
durchgesteuert, so dass der Thyrister SCR leitend wird und 
den Puis auf der Leitung LV gegen Bezugspotential abfuhren 
kann . 

Die Zeitkonstante des zweiten RC-Gliedes aus den Elementen 
C2 0 und R2 0 kann unabhangig von der zeitkonstante des ersten 
RC-Gliedes eingestellt werden und bestimmt in dieser Situati- 
on, wie lange die Steuerschal tung aktiv bleibt und Steuersig- 
nale an die Transistoren Tl und T2 erzeugt . Solange P10 
durchgeschaltet bleibt, sind die Inverter 12 0, 13 0 und 140 in 
der Lage, die Steuerstrome fur die Durchschaltung der Tran- 
sistoren Tl und T2 zu erzeugen. Sobald P10 abschaltet, z.B. 
weil sich der transiente Puis verflacht und die Zeitkonstante 
des ersten RC-Gliedes kiirzer als die Sp annung s ande rung e n auf 
der Leitung LV werden, wird der Verbindungsknoten der Eingan- 
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ge der Inverter 12 0 unci 130 mit dem zweiten RC-Glied liber 
dieses RG-Glied und dessen Zeitkonstante gegen Bezugspotenti- 
al entladen. Typischerweise wird die Zeitkonstante des zwei- 
ten RC-Gliedes so eingestellt, dass die Steuerschaltung die 
Steuersignale an den Thyristor so lange abgibt, wie die tran- 
siente Storung andauert . Das bedeutet, dass die Zeitkonstante 
des zweiten RC-Gliedes langer ist als die Zeitkonstante des 
ersten RC-Gliedes. Auf diese Weise konnen mittels des ersten 
und des zweiten RC-Gliedes unterschiedliche transiente Puls- 
formen erfasst und abgeleitet werden. 

Figur 2b) unterscheidet sich vom Ausf uhrungsbeispiel der Fi- 
gur 2a dadurch, dass die Inverter konkret als CMOS-Inverter 
111, 121, 131 und 141 ausgefuhrt sind. 

Selbstverstandlich kann das Ausf uhrungsbeispiel mit einem 
zweiten RC-Glied auch an das erste Ausf uhrungsbeispiel nach 
Figur lc angepasst werden. Weitere Ausf uhrungsf ormen der 
Steuerschaltung und der Schut zschaltung sind moglich und ge- 
horen, obwohl nicht dargestellt, zum Schutzumfang der Erfin- 
dung . 
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Patentanspruche 

1. Schaltungsanordnung zum Schutz einer integrierten Halblei 
terschaltung mit 

- einer Schutzschaltung, die eine Thyristorstruktur ent- 
ha.lt und zwischen ein zu schiitzendes Element und ein Be- 
zugspotential geschaltet ist, und 

- einer Steuerschaltung fur die Ansteuerung der Schutz- 
schaltung, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung (TC; CI, 
Rl, II bis 13) mehrere Steuersignale erzeugt, die jeweils 
ein aktives Element (Tl, T2) der Schutzschaltung (SCR) an 
steuern. 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net/ dass die Steuerschaltung eine Detektorschaltung (Rl, 
CI) enthalt, die eingangsseitig parallel zu der Schutz- 
schaltung liegt und bei Erfiillen eines Detektionskriteri - 
urns Schaltelemente (II bis 13) ansteuert, die die Steuer- 
signale erzeugen. 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass die Detektorschaltung ein erstes RC- 
Glied (Rl, CI) aus einem Widerstand und einer Kapazitat 
enthalt . 

4. Schaltungsanordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass die Schaltelemente Inverter (II bis 13 
14 bis 16) enthalten. 

5. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekenn 
zeichnet, dass die Steuersignale fur aktive Elemente un- 
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terschiedlichen Lei t f ahigkeitstyps der Schut zschaltung ge- 

genpol-ig sind— und je einen Stejjerelngajag_^der akhiyen Pile- 

mente ansteuern. 

6. Schaltungsanordnung nach einem der Patentanspruche 1 bis 
5, dadurch gekennzeichnet , dass die Steuereingange der ak- 
tiven Elemente der Schut zschaltung in einer Halbleiter- 
struktur mittels Wannen unterschiedlichen Leitf ahigkeits- 
typs ausgefuhrt sind, in denen hochdotierte Bereiche fur 
die Ausgangskreise der aktiven Elemente (Tl, T2) angeord- 
net sind. 

7. Schaltungsanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Detektorschaltung der Steu- 
erschaltung zum Erkennen eines Signalanst iegs mit vorgege- 
bener Anstiegszeit an dem zu schutzenden Element (PV, LV) 
ausgelegt ist. 

8. Schaltungsanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, dass die Steuerschaltung zeitabhan- 
gige Elemente (Rl, CI; RIO, CIO, R20, C2 0) enthalt, die 
die Dauer der Aktivierung der Steuerschaltung bestimmen. 

9. Schaltungsanordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, dass die zeitabhangigen Elemente RC-Glieder (Rl, CI; 
RIO, CIO, R20, C20) sind, die einerseits fur den Beginn 
der Aktivierung und andererseits fur das Ende der Aktivie- 
rung der Steuerschaltung ma&gebend sind. 

10. Verfahren zum Schutz einer integrierten Halbleiterschal- 
tung mit einer Schaltungsanordnung nach einem der Patent- 
anspruche 1 bis 9, bei dem der Zustand des zu schutzenden 
Elements (PV, LV) detektiert wird, 
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dadua^h-^g^kenn^ — da&s— mi-t — einer Steuerschaltun g 

(TC; CI, Rl, II bis 13) mehrere St euersignale erzeugt wer- 
den, die jeweils einem Steuereingang aktiver Elemente (Tl, 
T2) der Schut zschaltung zugefiihrt werden. 
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Zus ammenf a s sung 



Schaltungsanordnung unci Verfahren zum Schutz einer integrier- 
ten Halbleiterschaltung 

Vorgeschlagen wird eine Schaltungsanordnung und ein Verfahren 
zum Schutz einer integrierten Halbleiterschaltung, die eine 
Schutzschaltung mit einer Thyristorstruktur (SCR) enthalt so- 
wie eine Steuerschaltung (TC; CI, Rl, II bis 13) fur die An- 
steuerung der Schutzschaltung, welche beide zwischen ein zu 
schutzendes Element (PV, LV) und ein Bezugspotential (VB) ge- 
schaltet sind, wobei die Steuerschaltung (TC; CI, Rl, II bis 
13) mehrere Steuersignale erzeugt, die jeweils ein aktives 
Element (Tl, T2) der Thyristorstruktur ansteuern. Dadurch 
wird ein gezieltes Triggern der Schutzschaltung bei definier- 
ten Schaltschwellen und kurzen Durchschalt zeiten erreicht . 
Weiterhin wird eine Moglichkeit zur Bestimmung der Dauer der 
Aktivierung der Steuerschaltung vorgeschlagen. 

Figur lb 
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